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１．概要（Summary） 

GaN HEMTデバイスは、次世代のパワーデバイスとし

て有望である。p-GaNゲート構造のGaN HEMTでは p-

GaN/AlGaN の選択エッチング工程が必要不可欠である。

従来、エッチングの確認には、ハードマスクとする SiN 膜

除去後に段差計測定を行うか、ウエハを破壊して断面観

察を行う必要があったが、いずれも手間がかかっていた。

本研究では、選択エッチングの前後の膜厚測定に光学式

膜厚計を用いることで非破壊かつ簡便なエッチング量の

推定を試みた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE) 

【実験方法】 

p型 Si (111) 基板上に、バッファー層、GaNチャネル

層、AlGaN層、p-GaN層 (100 nm)を順次堆積したウエ

ハを使用した。Fig. 1 に GaN HEMT エピのエッチング

前後の構造概略図を示す。Si 基板上のエピ層を全て

GaN層とみなし、p-GaN層のエッチング[1]前(Fig. 1(a))

とエッチング後(Fig. 1(b))に光学式膜厚計（K-MAC社製）

で測定を行った。SiN 膜除去後に段差計測定も行い、光

学式膜厚計で測定結果を比較した。なお、光学式膜厚計

では GaN の測定プログラムがないため、屈折率が GaN

に近い ZnS Cub.のプログラムを使用した。 

 

 

 

Fig. 1 Schematic diagram of GaN HEMT (a)before 

etching, (b)after etching. 

 

●SiNハードマスク形成(弊社設備) 

●光学式膜厚計測定 

●p-GaN ドライエッチング(Cl2, Ar, O2混合ガス)[1] 

●光学式膜厚計測定 

●SiNハードマスク除去(弊社設備) 

●段差計測定(弊社設備) 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 2 に段差計と光学式膜厚計でエッチング量の測定

値を比較した結果を示す。光学式膜厚計での測定値は、

段差計での結果と概ね一致し、厚さ 100 nmの p-GaNの

選択エッチングができたことが示唆された。 

 光学式膜厚計での測定により、SiN 膜除去を行わなくて

も GaN 系材料のエッチング量の推定が可能であると分か

った。本方法を用いることで、ICP-RIE装置に EPDが設

置されていなくても p-GaN 選択エッチングの簡便な判定

が可能となる。 

 

Fig. 2 Comparison of etching depth between 

profilometer and optical film thickness meter. 
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